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PN prechod

PN pfechod je oblast na rozhrani polovodice typu N a P. Tento pfechod (oblast dotyku) mezi témito
oblastmi vykazuje r(izné vlastnosti v zavislosti na polarité priloZeného napéti. Vysledkem je, Ze
propousti elektricky proud pouze jednim smérem, jde o tzv. diodovy jev. Vlastnosti PN prechodu
jsou dale ovlivnény zvnéjsku, napf¥. dopadajicim zarenim (svétlem), nebo teplem.

Vznik polovodice typu P a N:

- Atom kfemiku Si obsahuje 14 protonl a 14 elektron( z toho 4 elektrony v tzv. valenéni
vrstvé, které slouZi ke spojeni s dalSim atomem v krystalové mfiZce (Si je Ctyf mocny — spojuje
se s dalsimi ¢tyfmi atomy Si).

- Polovodic typu N - Pfidanim pfimési pétimocného prvku (fosfor, arzen — tzv. donor) stoupne
vodivost tohoto polovodi¢ového krystalu, protoze ve vazebnich elektronech se objevi jeden
volny elektron. Vznikne tak polovodic typu N, ma prebytek volnych elektrond.

- Polovodic typu P - Pridanim pfimési tfimocného prvku (bor, hlinik - tzv. akceptor) vznikne ve
vazebnich elektronech dira, protoze tfimocné prvky maji pouze tfi vazebni elektrony a
v krystalové mfizce chybi jeden vazebni elektron. Tim vznikla dira s kladnym ndabojem.
Polovodic typu P ma nedostatek elektron(i a prebytek volnych dér.
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Sty¢na plocha mezi polovodici typu P a N se nazyvd PN prechod. V tésné blizkosti PN pfechodu,
pronikaji (vlivem tepla) volné elektrony z oblasti N do oblasti P tim vznika okolo PN prechodu
hrani¢ni vrstva, nazyvana zdvérnd vrstva. Ta zabranuje prechodu (difuzi) dalSich elektrond.
Pfipojenim vnéjsiho napéti, mlze byt PN pfechod zapojen v propustném, nebo zavérném sméru.

Cinnost PN prechodu - diodovy jev:
1) Bez zdroje napéti:

V oblasti styku obou polovodic¢l se Cast elektronl z oblasti N dostane do oblasti P a ¢ast "dér" z
oblasti P pfejde do oblasti N. Volné elektrony obsadi volné pozice — diry (rekombinuji), takZze kolem
prechodu PN se vytvori nevodiva oblast bez volnych nabojl (na obrazku vyznaéena Sedou barvou).
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2) Zavérny smeér:

Pripojime-li k polovodici P zaporny pdl a k polovodi¢i N kladny pél zdroje, vzdaluji se plsobenim
elektrickych sil volné naboje od prechodu PN, oblast bez volnych nabojd se rozsiti, jeji odpor vzroste
a elektricky proud pfechodem PN nemuze prochazet. Nevodivé oblasti bez volnych nabojl fikdme
hradlova vrstva.
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3) Propustny smér:

Zménime-li polaritu pfipojeného zdroje, prechazeji plsobenim elektrickych sil volné elektrony pres
prechod PN ke kladnému pdlu a "diry" jsou pritahovany k zdpornému pélu. Vysledkem je zuzeni
hradlové vrstvy a zmensSeni jejiho odporu. Takto zapojenym pifechodem PN proud prochazi.
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VyuZziti:

Vlastnosti pfechodu P-N se pouziva v polovodi¢ovych soucastkach - diodé, tranzistoru, fotodiode,
tyristoru a dalSich. Kromé diody obsahuji ostatni soucastky vice nez jeden PN prechod.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1_dioda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotodioda

